
SEMICONDUCTOR ELECTRONICS - SET 3  

1. The number of valence electrons in silicon atom is: 

ͧसͧलकॉन परमाणु मɅ संयोजकता इलेÈĚॉनɉ कȧ संÉया है: 
(a) 2 
(b) 4 
(c) 6 
(d) 8 

2. At room temperature, an intrinsic semiconductor has: 

कमरे के तापमान पर, एक अंतजा[त अध[चालक मɅ होता है: 

(a) More electrons than holes / होलɉ से अͬधक इलेÈĚॉन 

(b) More holes than electrons / इलेÈĚॉनɉ से अͬधक होल 

(c) Equal number of electrons and holes / इलेÈĚॉनɉ और होलɉ कȧ समान संÉया 

(d) No free carriers / कोई मुÈत वाहक नहȣ ं

3. When a pure semiconductor is doped with a trivalent impurity, it becomes: 

जब एक शुɮध अध[चालक को ǒğसंयोजक अशुɮͬध से अपͧमͬĮत ͩकया जाता है, तो यह बन 

जाता है: 

(a) N-type / एन-टाइप 

(b) P-type / पी-टाइप 

(c) Insulator / कुचालक 

(d) Conductor / चालक 

4. In a forward biased PN juncƟon diode, the current is due to: 

अĒ अͧभनत पीएन जंÈशन डायोड मɅ, धारा होती है: 

(a) Majority carriers / बहुसंÉयक वाहकɉ के कारण 

(b) Minority carriers / अãपसंÉयक वाहकɉ के कारण 

(c) Both / दोनɉ के कारण 

(d) None / ͩकसी के कारण नहȣं 



5. The reverse saturaƟon current in a PN juncƟon diode: 

पीएन जंÈशन डायोड मɅ Ĥतीप संतिृÜत धारा: 

(a) Increases with temperature / तापमान के साथ बढ़ती है 

(b) Decreases with temperature / तापमान के साथ घटती है 

(c) Independent of temperature / तापमान से èवतंğ होती है 

(d) First increases then decreases / पहले बढ़ती है ͩफर घटती है 

6. In a half-wave recƟfier, the ripple frequency is: 

अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ मɅ, तरंͬगका आवृͪ ƣ होती है: 

(a) Equal to input frequency / Ǔनवेश आवृͪ ƣ के बराबर 

(b) Twice the input frequency / Ǔनवेश आवृͪ ƣ से दोगुनी 

(c) Half the input frequency / Ǔनवेश आवृͪ ƣ कȧ आधी 

(d) Four Ɵmes the input frequency / Ǔनवेश आवृͪ ƣ से चार गुनी 

7. The efficiency of a full-wave recƟfier is about: 

पूण[ तरंग Ǒदçटकारȣ कȧ द¢ता लगभग है: 
(a) 25.6% 
(b) 40.6% 
(c) 81.2% 
(d) 100% 

8. A transistor has three regions. The middle region is called: 

Ěांिजèटर के तीन ¢ेğ होते हɇ। मÚय ¢ेğ कहलाता है: 

(a) EmiƩer / उ×सज[क 

(b) Base / आधार 

(c) Collector / सĒंाहक 

(d) Drain / Ĝेन 

9. In a transistor, the largest region is: 

Ěांिजèटर मɅ, सबसे बड़ा ¢ेğ होता है: 

(a) EmiƩer / उ×सज[क 

(b) Base / आधार 



(c) Collector / सĒंाहक 

(d) All equal / सभी समान 

10. The current gain β in common emiƩer configuraƟon is typically in the range: 

उभयǓनçठ उ×सज[क ͪवÛयास मɅ धारा लाभ β सामाÛयतः सीमा मɅ होता है: 

(a) 0.9 to 0.99 / 0.9 से 0.99 

(b) 20 to 200 / 20 से 200 

(c) 1 to 10 / 1 से 10 

(d) 1000 to 10000 / 1000 से 10000 

11. In a common emiƩer amplifier, the voltage gain is given by: 

उभयǓनçठ उ×सज[क Ĥवध[क मɅ, वोãटेज लाभ Ǒदया जाता है: 
(a) β × (R_C/R_in) 
(b) β × (R_in/R_C) 
(c) α × (R_C/R_in) 
(d) α × (R_in/R_C) 

12. Which logic gate is called the 'inclusive OR' gate? 

ͩकस लॉिजक गेट को 'समावेशी OR' गेट कहा जाता है? 

(a) AND 
(b) OR 
(c) XOR 
(d) NAND 

13. The output of XOR gate is 1 when: 

XOR गेट का Ǔनग[म 1 होता है जब: 

(a) All inputs are 1 / सभी Ǔनवेश 1 हɇ 

(b) All inputs are 0 / सभी Ǔनवेश 0 हɇ 

(c) Inputs are different / Ǔनवेश ͧभÛन हɇ 

(d) Inputs are same / Ǔनवेश समान हɇ 

14. Which of these is a universal gate? 

इनमɅ से कौन सा साव[ǒğक गेट है? 

(a) AND 
(b) OR 



(c) NAND 
(d) NOT 

15. The Boolean expression for NAND gate is: 

NAND गेट के ͧलए बूͧलयन åयंजक है: 
(a) Y = A·B 
(b) Y = A+B 
(c) Y = A·B 
(d) Y = A+B 

16. The resisƟvity of a semiconductor is between: 

अध[चालक कȧ ĤǓतरोधकता के बीच होती है: 

(a) Conductor and insulator / चालक और कुचालक के बीच 

(b) Conductor and superconductor / चालक और अǓतचालक के बीच 

(c) Insulator and superconductor / कुचालक और अǓतचालक के बीच 

(d) None of these / इनमɅ से कोई नहȣं 

17. In a semiconductor, when temperature increases, the number of charge carriers: 

अध[चालक मɅ, जब तापमान बढ़ता है, आवेश वाहकɉ कȧ संÉया: 

(a) Increases / बढ़ती है 

(b) Decreases / घटती है 

(c) Remains same / समान रहती है 

(d) First increases then decreases / पहले बढ़ती है ͩफर घटती है 

18. The reverse breakdown voltage of a Zener diode is: 

जेनर डायोड का Ĥतीप भजंन वोãटेज होता है: 

(a) Very low / बहुत कम 

(b) Very high / बहुत अͬधक 

(c) Can be controlled during manufacturing / Ǔनमा[ण के दौरान Ǔनयंǒğत ͩकया जा सकता है 

(d) Unpredictable / अǓनिæचत 

19. In a photodiode, the reverse current increases with light intensity because: 

Ĥकाश डायोड मɅ, Ĥकाश तीĭता के साथ Ĥतीप धारा बढ़ती है Èयɉͩक: 

(a) More electron-hole pairs are generated / अͬधक इलेÈĚॉन-होल युÊम जǓनत होते हɇ 



(b) Mobility increases / गǓतशीलता बढ़ती है 

(c) Temperature increases / तापमान बढ़ता है 

(d) Barrier potenƟal decreases / अवरोध ͪवभव घटता है 

20. A solar cell converts: 

सौर सेल पǐरवǓत[त करती है: 

(a) Light energy to electrical energy / Ĥकाश ऊजा[ को ͪवɮयुत ऊजा[ मɅ 

(b) Electrical energy to light energy / ͪवɮयतु ऊजा[ को Ĥकाश ऊजा[ मɅ 

(c) Heat energy to electrical energy / ऊçमा ऊजा[ को ͪवɮयुत ऊजा[ मɅ 

(d) Chemical energy to electrical energy / रासायǓनक ऊजा[ को ͪवɮयुत ऊजा[ मɅ 

21. In an NPN transistor, the base is: 

एनपीएन Ěांिजèटर मɅ, आधार होता है: 

(a) N-type / एन-टाइप 

(b) P-type / पी-टाइप 

(c) Can be either / कोई भी हो सकता है 

(d) Intrinsic / अतंजा[त 

22. The output resistance of common emiƩer amplifier is: 

उभयǓनçठ उ×सज[क Ĥवध[क का Ǔनग[म ĤǓतरोध होता है: 

(a) Low / कम 

(b) High / अͬधक 

(c) Very high / बहुत अͬधक 

(d) Zero / शूÛय 

23. The voltage gain of a common base amplifier is: 

उभयǓनçठ आधार Ĥवध[क का वोãटेज लाभ होता है: 

(a) Less than 1 / 1 से कम 

(b) Greater than 1 / 1 से अͬधक 

(c) Equal to 1 / 1 के बराबर 

(d) Zero / शूÛय 



24. The ripple factor for half-wave recƟfier is: 

अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ के ͧलए तरंͬगका गुणांक होता है: 
(a) 0.482 
(b) 1.21 
(c) 1.11 
(d) 0.8 

25. In a bridge recƟfier, the number of diodes used is: 

ǒĦज Ǒदçटकारȣ मɅ ĤयुÈत डायोडɉ कȧ संÉया है: 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 4 
(d) 8 

26. Which impurity is used for making N-type semiconductor? 

एन-टाइप अध[चालक बनाने के ͧलए कौन सी अशुɮͬध ĤयुÈत होती है? 

(a) Boron / बोरॉन 

(b) Aluminium / एãयुͧमǓनयम 

(c) Gallium / गैͧलयम 

(d) Phosphorus / फॉèफोरस 

27. In a P-type semiconductor, the majority charge carriers are: 

पी-टाइप अध[चालक मɅ, बहुसंÉयक आवेश वाहक होते हɇ: 

(a) Electrons / इलेÈĚॉन 

(b) Holes / होल 

(c) Both equally / दोनɉ समान Ǿप से 

(d) Protons / Ĥोटॉन 

28. The depleƟon layer in a PN juncƟon is formed due to: 

पीएन जंÈशन मɅ अव¢य परत बनती है: 

(a) Diffusion / ͪवसरण के कारण 

(b) DriŌ / अपवाह के कारण 

(c) RecombinaƟon / पुनसɍयोजन के कारण 

(d) All of these / इन सभी के कारण 



29. In a transistor, the relaƟon I_E = I_B + I_C is based on: 

Ěांिजèटर मɅ, संबंध I_E = I_B + I_C आधाǐरत है: 

(a) Ohm's law / ओम के Ǔनयम पर 

(b) Kirchhoff's current law / ͩकरचॉफ के धारा Ǔनयम पर 

(c) Kirchhoff's voltage law / ͩकरचॉफ के वोãटेज Ǔनयम पर 

(d) Gauss's law / गॉस के Ǔनयम पर 

30. The output characterisƟcs of a transistor in common emiƩer configuraƟon are plots of: 

उभयǓनçठ उ×सज[क ͪवÛयास मɅ Ěांिजèटर के Ǔनग[म अͧभल¢ण आलेख हɇ: 

(a) I_C vs V_CE for constant I_B / Ǔनयत I_B के ͧलए I_C बनाम V_CE 

(b) I_C vs I_B for constant V_CE / Ǔनयत V_CE के ͧलए I_C बनाम I_B 

(c) I_B vs V_BE for constant V_CE / Ǔनयत V_CE के ͧलए I_B बनाम V_BE 

(d) I_E vs V_CE for constant I_B / Ǔनयत I_B के ͧलए I_E बनाम V_CE 

31. For a transistor amplifier, the voltage gain is 100. If input voltage is 10 mV, output voltage 
is: 

Ěांिजèटर Ĥवध[क के ͧलए, वोãटेज लाभ 100 है। यǑद Ǔनवेश वोãटेज 10 mV है, तो Ǔनग[म वोãटेज 

है: 
(a) 1 V 
(b) 10 V 
(c) 100 mV 
(d) 1 mV 

32. Which logic gate is represented by the symbol ⊙? 

कौन सा लॉिजक गेट Ĥतीक ⊙ ɮवारा ǓनǾͪपत होता है? 

(a) AND 
(b) OR 
(c) XOR 
(d) NAND 

33. The output of AND gate is 0 when: 

AND गेट का Ǔनग[म 0 होता है जब: 

(a) All inputs are 1 / सभी Ǔनवेश 1 हɇ 

(b) Any input is 0 / कोई भी Ǔनवेश 0 है 



(c) Any input is 1 / कोई भी Ǔनवेश 1 है 

(d) All inputs are 0 / सभी Ǔनवेश 0 हɇ 

34. A Zener diode is used as: 

जेनर डायोड Ĥयोग ͩकया जाता है: 

(a) Amplifier / Ĥवध[क के Ǿप मɅ 

(b) Oscillator / दोͧलğ के Ǿप मɅ 

(c) Voltage regulator / वोãटेज Ǔनयामक के Ǿप मɅ 

(d) RecƟfier / Ǒदçटकारȣ के Ǿप मɅ 

35. In a common collector amplifier, the voltage gain is: 

उभयǓनçठ सĒंाहक Ĥवध[क मɅ, वोãटेज लाभ होता है: 

(a) Less than 1 / 1 से कम 

(b) Greater than 1 / 1 से अͬधक 

(c) Equal to 1 / 1 के बराबर 

(d) Zero / शूÛय 

36. The process by which charge carriers move from high concentraƟon to low concentraƟon 
is called: 

वह ĤͩĐया िजसके ɮवारा आवेश वाहक उÍच सांġता स ेǓनàन सांġता कȧ ओर गǓत करते हɇ, 

कहलाती है: 

(a) DriŌ / अपवाह 

(b) Diffusion / ͪवसरण 

(c) RecombinaƟon / पुनसɍयोजन 

(d) GeneraƟon / जनन 

37. In an N-type semiconductor, the donor energy level is: 

एन-टाइप अध[चालक मɅ, दाता ऊजा[ èतर होता है: 

(a) Just below conducƟon band / चालन बɇड के ठȤक नीचे 

(b) Just above valence band / संयोजी बɇड के ठȤक ऊपर 



(c) Midway between bands / बɇडɉ के बीच मÚय मɅ 

(d) In valence band / संयोजी बɇड मɅ 

38. The cut-in voltage for silicon diode is about: 

ͧसͧलकॉन डायोड के ͧलए कट-इन वोãटेज लगभग है: 
(a) 0.1 V 
(b) 0.3 V 
(c) 0.7 V 
(d) 1.0 V 

39. In a transistor, the collector is: 

Ěांिजèटर मɅ, संĒाहक होता है: 

(a) Lightly doped / हãका अपͧमͬĮत 

(b) Heavily doped / भारȣ अपͧमͬĮत 

(c) Moderately doped / मÚयम अपͧमͬĮत 

(d) Not doped / अपͧमͬĮत नहȣ ं

40. Which of these is an analog circuit? 

इनमɅ से कौन सा एनालॉग पǐरपथ है? 

(a) Amplifier / Ĥवध[क 

(b) Logic gate / लॉिजक गेट 

(c) Flip-flop / िÝलप-Ýलॉप 

(d) Counter / काउंटर 

41. The mobility of electrons in silicon is about: 

ͧसͧलकॉन मɅ इलेÈĚॉनɉ कȧ गǓतशीलता लगभग है: 
(a) 1300 cm²/Vs 
(b) 500 cm²/Vs 
(c) 1800 cm²/Vs 
(d) 3000 cm²/Vs 

42. In a PN juncƟon diode, the forward current is: 

पीएन जंÈशन डायोड मɅ, अĒ धारा होती है: 

(a) Very small for small forward voltage / छोटे अĒ वोãटेज के ͧलए बहुत छोटȣ 



(b) Increases exponenƟally with voltage / वोãटेज के साथ घातांकȧय Ǿप से बढ़ती है 

(c) Both (a) and (b) / दोनɉ (a) और (b) 

(d) Independent of voltage / वोãटेज से èवतंğ 

43. The output of a half-wave recƟfier contains: 

अध[ तरंग Ǒदçटकारȣ के Ǔनग[म मɅ होता है: 

(a) Only DC component / केवल DC घटक 

(b) Only AC component / केवल AC घटक 

(c) Both DC and AC components / DC और AC दोनɉ घटक 

(d) Neither DC nor AC / न तो DC न हȣ AC 

44. For a transistor, α = 0.95. The value of β is: 

Ěांिजèटर के ͧलए, α = 0.95। β का मान है: 
(a) 19 
(b) 0.95 
(c) 1.05 
(d) 20 

45. In a common emiƩer amplifier, if R_C = 2 kΩ and R_in = 1 kΩ, and β = 100, the voltage gain 
is: 

उभयǓनçठ उ×सज[क Ĥवध[क मɅ, यǑद R_C = 2 kΩ और R_in = 1 kΩ, और β = 100, वोãटेज लाभ है: 
(a) 50 
(b) 100 
(c) 200 
(d) 400 

46. The truth table for NOR gate shows output 1 when: 

NOR गेट के ͧलए स×य सारणी Ǔनग[म 1 दशा[ती है जब: 

(a) All inputs are 0 / सभी Ǔनवेश 0 हɇ 

(b) All inputs are 1 / सभी Ǔनवेश 1 हɇ 

(c) Any input is 1 / कोई भी Ǔनवेश 1 है 

(d) Any input is 0 / कोई भी Ǔनवेश 0 है 

47. Which of these is a bipolar device? 

इनमɅ से कौन सी ɮͪवĢुवीय युिÈत है? 



(a) Diode / डायोड 

(b) Transistor / Ěांिजèटर 

(c) FET / एफईटȣ 

(d) LED / एलईडी 

48. In a photodiode, when light intensity increases, the reverse current: 

Ĥकाश डायोड मɅ, जब Ĥकाश तीĭता बढ़ती है, Ĥतीप धारा: 

(a) Increases / बढ़ती है 

(b) Decreases / घटती है 

(c) Remains same / समान रहती है 

(d) Becomes zero / शूÛय हो जाती है 

49. The efficiency of a solar cell is typically about: 

सौर सेल कȧ द¢ता सामाÛयतः लगभग होती है: 
(a) 5-10% 
(b) 15-20% 
(c) 30-40% 
(d) 50-60% 

50. Which of these is NOT a characterisƟc of an ideal diode? 

इनमɅ से कौन सी आदश[ डायोड कȧ ͪवशेषता नहȣ ंहै? 

(a) Zero resistance in forward bias / अĒ अͧभनǓत मɅ शूÛय ĤǓतरोध 

(b) Infinite resistance in reverse bias / पæच अͧभनǓत मɅ अनंत ĤǓतरोध 

(c) Instant switching / ता×¢ͨणक िèवͬचगं 

(d) Finite reverse saturaƟon current / पǐरͧमत Ĥतीप सतंिृÜत धारा 

 

ANSWERS FOR SET 3: 

1. b (Si has 4 valence electrons - Group IV) 

2. c (Equal electrons and holes in intrinsic at equilibrium) 

3. b (Trivalent impurity gives P-type) 

4. a (Forward current mainly due to majority carriers) 



5. a (Doubles every 10°C rise in temperature) 

6. a (Half-wave: f_ripple = f_input) 

7. c (Full-wave: 81.2% theoreƟcal efficiency) 

8. b (Middle region is base) 

9. c (Collector is largest to dissipate heat) 

10. b (β typically 20 to 200) 

11. a (A_v = β × R_C/R_in approximately) 

12. b (OR is inclusive OR, XOR is exclusive OR) 

13. c (XOR gives 1 when inputs are different) 

14. c (NAND and NOR are universal gates) 

15. c (Y = A·B, bar over whole expression) 

16. a (Between conductor and insulator) 

17. a (Increases exponenƟally with temperature) 

18. c (Can be controlled during doping) 

19. a (More light → more electron-hole pairs) 

20. a (Solar: light to electricity) 

21. b (In NPN, base is P-type) 

22. b (Moderately high output resistance) 

23. b (Can be greater than 1 due to R_C/R_in) 

24. b (Half-wave: 1.21, Full-wave: 0.482) 

25. c (4 diodes in bridge recƟfier) 

26. d (Phosphorus - pentavalent for N-type) 

27. b (Holes are majority in P-type) 

28. a (Formed due to diffusion of carriers) 

29. b (Kirchhoff's current law) 

30. a (I_C vs V_CE for constant I_B) 



31. a (V_out = A_v × V_in = 100 × 10mV = 1000mV = 1V) 

32. a (⊙ is AND gate symbol someƟmes) 

33. b (AND gives 0 when any input is 0) 

34. c (Voltage regulator using breakdown) 

35. a (Slightly less than 1, about 0.95-0.99) 

36. b (Diffusion: movement due to concentraƟon gradient) 

37. a (Just below conducƟon band in N-type) 

38. c (Si: 0.7V cut-in voltage) 

39. c (Collector is moderately doped) 

40. a (Amplifier processes analog signals) 

41. a (Si: μ_n ≈ 1300-1500 cm²/Vs) 

42. c (Small iniƟally, then exponenƟal increase) 

43. c (Contains both DC and AC ripple) 

44. a (β = α/(1-α) = 0.95/0.05 = 19) 

45. c (A_v ≈ β × R_C/R_in = 100 × 2/1 = 200) 

46. a (NOR gives 1 only when all inputs 0) 

47. b (Transistor uses both electrons and holes) 

48. a (Increases linearly with light intensity) 

49. b (15-20% for commercial silicon solar cells) 

50. d (Ideal diode has zero reverse current) 

 

 

 


